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Uklad tlumika typu podwdjne 1 na diodach p-i-n o regulowanym
tlumieniu

1

Przedmiotem wynalazku jest tlumik typu po-
dwéjne IT na diodach p-i-n o Sredniej statosci
impedancji wejsciowej i duzym zakresie zmian
tlumienia oraz uklad o duzej statosci impedancji
wejsciowej i wyjsciowej w calym zakresie regulaCJl
tego tlumienia.

Nie znane sg uklady tlumikéw typu podwédjne II
na diodach p-i-n. Znane sa natomiast tlumiki tego
typu zbudowane np. z rezystoréw. Wejscie i wyjs-
cie takiego ukladu polgczone jest przez dwa potla-
czone szeregowo rezystory szeregowe. Ponadto
wejscie ukladu, jego wyjscie oraz punkt wspélny
rezystor6w szeregowych polgczone sg z masg po-
przez trzy rezystory réwnolegle. Aby otrzymaé
okreslong impedancje wejsciowg i wyjsciowag tlu-
mika, wartosSci rezystor6w szeregowych i réwno-
leglych ‘musza pozostawaé w okreslonej zaleznosci.
Wartosci tych rezystoréw decyduja ponadto o wiel-
koéci tlumienia.

Celem wynalazku jest otrzymanie ukladu tilu-
mika typu podwéjne II o tlumieniu’regulowanym
elektrycznie  oraz ukladu tego rodzaju o malych
wahaniach impedancji wejsciowej i wyjsciowe;j. -

Zadaniem wynalazkil jest opracowanie ukiadu
tlumika na diodach p-i-n, w ktérym charakte-
rystyka pradu diod réwnolegtych w funkcji pradu
diod szeregowych ma przebieg zblizony do cha-
rakterystyki wymaganej dla spelnienia warunku
stato$ci impedancji wejsciowej i wyjsciowej: ttu-
mika Rye = Ryy = Ro. "
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Istota rozwigzania ukladu ttumika typu podw6j-
ne I na diodach p-i-n o regulewanym tlumieniu
jest to, ze diody szeregowe polaczone sa ze soba
w punkcie ukladu, ktéry jest polaczony przez dia-
wik ze zr6édiem pradu regulujgcym tlumienie ukla-
du oraz przez kondensator oddzielajacy z punktem,
do - ktérego dolaczoma jest pierwsza dioda réwno-
legla, ktérej druga elektroda polaczona jest przez
kondensator z masg, przez dlawik lub bezpoérednio
z druga dioda réwnolegla i kondensatorem dolg-
czonym do masy oraz przez drugi dlawik, lub
bezposrednio z trzecig dioda réwnolegly i konden-
satorem dolaczonym do masy, ponadto druga dioda
réwnolegla polaczona jest.z pierwsza diodg -szere-
gowa w punkcie, ktéry lgeay sie przez kondensator
z wejsciem ukladu i przez rezystor z masg, za$
trzecia: dioda réwnolegla. polaczona jest z druga
diodg- szeregowg w punkcie, kiéry laczy sie przez
kondensator z wyjsciem ukladu i przez rezystor
z masg oraz punkt’ polaczenia pierwszej diody
réwnoleglej z kondensatorem . oddzielajagcym pola-
czony jest przez rezystor z rezystorowym dzielni-
kiem -napiecia - dolgezonym do baterii zasilania. .

Istotg. ukladu o duzej: .stalo$ci impedancji wejs-
ciowej i wyjsciowej, ktéry -stanowi réwniez przed-
miot niniejszega- wynalkazku, jest to, ze punkty Ro-
lgezenia diod réwnoleglych z diodami szereggwyzm
zamiast przez rezystory sa polaczone przez dlawiki
z rezystorem dolgczonym do.masy i dmda prie-
lacznikowsg . polgczong . z rezystorowym dzxelrnkzem
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napiecia dolgczonym do baterii zasilania oraz, ze
punkt polgczenia pierwszej diody roéwnolegiej

z kondensatorem oddzielajagcym jest polgczony
z rezystopewym dzielnikiem napiecia przez dlawik
zamiast przez rezystor i dalej zar6wno przez re-
zystor jak i przez szeregowo polgczong diodeg
przelacznikowg i rezystor, kiérych wspélny punkt
doiaczony jest przez rezystor do masy.

Wynalazek jest blizej wyjasniony na przykla-
dach wykonania z zasilaniem dodatnim przedsta-
wionym na fig. 1 i fig. 2, zas§ jego charakterystyki
na fig. 3, na ktérej krzywa C odpowiada ukladowi
0 S$redniej stalo$ci impedancji wejsciowej i duzym
zakresie zmian tlumienia, krzywa B jest charak-
terystyka ukladu e c_iuiej stalo$ci impedancji wejs-
ciowej i wyjsciowej, za§ krzywa A jest charakte-
rystyka wymagang dla zapewnienia staloSci tych
impedancji. .

Uklad pierwszy tlumika wedlug wynalazku
sklada si¢ z dwéch diod szeregowych D1 i D2, po-
tgczonych w punkcie D. Punkt D polaczony jest
przez dlawik DE3 ze Zr6édlem pradu I1 reguluja-
cym tlumienie ukladu oraz przez kondensator od-
dzielajacy C1 z punktem C. Punkt ten polaczony
jest przez rezystor R1l z rezystorowym dzielnikiem
napiecia R7 i R8 dolaczonym do baterii zasilania
Ul oraz z diodg réwnolegla D4. Druga elekiroda
diody réwnoleglej D4 polaczona jest przez konden-
sator C5 z masa, przez dlawik DI5 z diodg ré6wno-
legla D5 i kondensatorem C4, dolgczonym do masy
oraz przez dlawik DI6 z diodg réwnolegla D3 i kon-
densatorem C6, dolaczonym do masy. Dioda réw-
nolegta D5 polaczona jest w punkcie B z dioda
szeregowa D1, kondensatorem C2 dolgczonym do
wej$cia ukladu i rezystorem R9 dolaczonym do ma-
sy. Dioda réwnolegla D3 polaczona jest w punkcie
A-z diodg szeregowg D2 i kondensatorem C3 do-
lagczonym do wyjscia ukladu i rezystorem R10 po-
laczonym z masa.

W ukiadzie drugim o duzej stalosci impedencji
wejsciowej i wyjsciowej do punktéw A i B dola-
czone sg zamiast rezystor6w R9 i R10 dlawiki DI
i Di2, ktére sa polaczone w jednym punkcie. Punkt
polaczenia tych dlawikéw dolaczony jest przez
rezystor R1 do masy, za§ przez diode przelaczniko-
w3 ‘D6 do rezystorowego dzielnika mapiecia R3 i R4,
ktébry dolgczony jest do baterii zasilania Ul. Po-
nadto do punktu C dolgczony jest zamiast rezysto-
ra Rl11 dlawik DM. Dlawik ten jest polaczony za-
rébwno przez rezystor R2 jak i przez szeregowo,
polaczong diode przelacznikowa D7 i rezystor R6
z rezystorowym dzielnikiem napiecia B8 i R7 do-
‘laczomym do baterii zasilania Ul. Punkt polacze-
mia diody przelacznikowej D7 z rezystorem R6 jest
potgezony poprzez rezystor R5 z masa.

W pierwszym ukladzie Zré6dlo pradu I1 reguluje
prad diod szeregowych, ktéry plynie przez dlawik
D13 i rozgalezia sie na diode D1 i rezystor R9 oraz
na diode D2 i rezystor R10. Prad diod réwnoleg-
lych plynie przez rezystory B8, Bll, diode D4
i rozgalezia sie na dlawik D¥6, diode D3 i rezystor
W10 oraz na dlawik DI5, diode D5 i rezystor RS.
Wzrost pradu diod szeregowych DY i D2 powoduje
VGZI‘OS’t» spadku napiecia na rezystorach R9 i R10
i w konsekwencji malenie pradu diod réwnoleg-
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tych D4, D5 i D3. Dzieki temu, ze przez diode D4
ptynie dwukrotnie wiekszy prad niz przez kazda
z diod D3 i D5, rezystancja diody D4 jest w przy-
blizeniu dwukrotnie mniejsza od rezystancji diod
D3 i D5. Jest to wymagane dla zapewnienia sta-
losci impedancji wejsciowej i wyjsciowej ttumika.
Charakterystyka pradu diod réwmoleglych w funk-
cji pradu diod szeregowych ukladu pierwszego
przedstawiona jest na fig. 3 — krzywa C. Charak-
terystyka ta r6zni sie znacznie od charakterystyki
wymaganej dla zapewnienia stalo$ci impedancji
wejsciowej i wyjsciowe] tlumika typu podwéjne IT
pokazanej na fig. 2 krzywa A. W ukladzie pierw-
szym nie jest mozliwe otrzymamie duzej statosci
impedancji wejsciowej. .

Uklad drugi o duzej statosci impedancji wejscio-
wej i wyjsciowej realizuje charakterystyke B fig. 2,
ktéra zapewnia male wahania tycp.im’pedancji.
W tym ukladzie dla pradu diod szeregowycho war-
tosci Is < I, dioda D6 jest zablokowana, a dioda D7
przewodzi. Prad diod szeregowych plynie przez
dlawik D13, dalej réwnolegle przez diode D1 i dia-
wik DI2 oraz przez diode D2 i dlawik D1 i dalej
przez rezystor R1l. Prad diod réwnoleglych plynie
przez rezystor R8, rownolegle przez rezystor R2
oraz przez rezystor R6 i diode D7 i dalej przez
dlawik DM, diode D4 i réwnolegle przez dlawik
D15, diode D5 i dlawik DI2 oraz przez ditawik DI6,
diode D3, diawik DIl i dalej przez rezystor RI1.
Odpowiada to odcinkowi b’ charakterystyki B,

‘fig. 3. Dla pradu diod szeregowych o wartosci

I, =1, dioda D6 przewodzi, a dioda D7 zostaje
zablokowana. Prad diod réwnoleglych przestaje
ptynaé przez rezystor R6 i diode D7. Zar6wno pra-
dy diod réwnoleglych jak i szeregowych ptyng
dodatkowo przez diode D6 i rezystor R3. Odpowia-
da to odcinkowi b” charakterystyki D, fig. 3.
Wspblczynnik fali stojgcej osiggniety w ukladzie
o duzej stalosci. impedancji wejsciowej wynosi
WFS < 1,25, przy bardzo duzym zakresie zmian
tlumienia.

Zastrzezenia patentowe

1. Uklad ttlumika typu podwéjne II na diodach
p-i-n o regulowanym tlumieniu skladajacy sie
z dwéch elementéw szeregowych i trzech réwno-
leglych, znamienny tym, Ze diody szeregowe (D1)
i (D2) polaczone sg ze sobg w punkcie (D) ukladu,
ktéry jest polgczony przez diawik (DI3) ze Zrédiem
pradu (I1), regulujacym tlumienie ukladu oraz
przez kondensator oddzielajgcy tlumienie ukladu
oraz przez kondensator oddzielajgcy (C1) z punk-
tem (C), do ktorego dolgczona jest pierwsza dioda
réwnolegia (D4), ktérej druga elektiroda polaczona
jest przez kondensator (C5) z masg, przez dlawik
(D15), lub bezposrednio, z druga diodag réwnolegla
(D5), i komdensatorem (C4), dolgczonym do masy
oraz przez dlawik (D16), lub bezposrednio, z trze-
ciag diodg réwnolegly ¢(D3) i kondensatorem (C6)
dolgczonym do masy, ponadto druga dioda réwno-
legla (D5) polaczana jest z pierwsza dioda szerego-
wa (P1) w punkcie (B) ukladu, ktéry polaczony
jest przez kondensator (C2) z wejsciem ukiadu
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i przez rezystor (R9) z masg, zas trzecia dioda row-
nolegta (D3) polaczona jest z drugg dioda szere-
gowg (D2) w punkcie (A) ktéory potaczony jest
przez kondensator (C3) z wyjsciem ukladu i przez
rezystor (R10) z masg oraz punkt (C) polaczenia 5
pierwszej diody réwnoleglej (D4) z kondensato-
rem oddzielajgcym (C1) polaczony “jest przez rezy-
stor (R11) z rezystorowym dzielnikiem napiecia
(R7) i (R8) doigczonym do baterii zasilania (U1).

2. Uklad ttumika typu podwojnego I na diodach 10
p-i-n o regulowanym tlumieniu sktadajacy sie
z dwoéch elementéw szeregowych i trzech réwno-
leglych, znamienny t{ym, ze punkty (A) i (B) pola-

6

czenia diod réwmnoleglych (D5) i (D3) z diodami
szeregowymi (D1) i (D2) sa polgczone przez dia-
wiki (Di2) i (Di1) z rezystorem (R1) dolgczonym
do masy i diodg przelgcznikowg (D6) polgczong
z rezystorowym dzielnikiem napiecia (R3) i (R4)
dolgczonym do baterii zasilania (Ul) oraz ze punkt
(C) polaczenia pierwszej diody réwnolegiej (D4)
z kondensatorem oddzielajgcym (C1) jest polgczony
z rezystorowym dzielnikiem napiecia (R7) i (RS8)
przez dilawik (D}4) i dalej zar6wno przez rezystor
(R2) jak i przez szeregowo polaczong diode prze-
lgcznikowg (D7) i rezystor (R6), ktorych wsp6lny
punkt dolgczony jest przez rezystor (R5) da masy.

R8 Ul

R3 [TR7 [1Rn R10

Y
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